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Uklad liniowej podstawy czasu

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad liniowej pod-
stawy czasu stosowany w konstrukcji oscyloskopu,
zwlaszcza oscyloskopu z podw6jng podstawa czasu.

Znany jest uklad liniowej podstawy czasu z pol-
- skiego opisu patentowego nr 60998, w kt6rym kon-
densator ladowany jest stalym prgdem w ukladzie
Millera a slabopradowe sprzezenie zwroine uzy-
skuje sie przez poljczenie jednej okladki konden-
satora z drugg ukladem zlozonym z szeregowo po-
taczonej pierwszej diody impulsowej, rezystora
diody tunelowej, wtérnika emiterowego i drugiej
diody impulsowej. Obie diody impulsowe stanowiag
uktad klucza, ktéry otwiera sie na czas generacji
napiecia piloksztaltnego, a dioda tunelowa klucz
ten steruje. Uklad ten jest wyzwalany wylacznie
impulsami o ujemnej polaryzacji, co wymaga roz-
budowy ukladéw wspblpracujacych. Uklad ten jest
trudny do zastosowania bezpos$redniego w podwoj-
nej podstawie czasu. Dalsza wadg tego ukladu jest
konieczno$é temperaturowej kompensacji obwodu
stalopradowego sprzezenia zwrotnego oraz mozli-
wosci przenikania przez pojemnosci zlacza diody
pierwszej i drugiej impulséw wyzwalajacych szcze-
gélnie przy wysokiej czestotliwosci ich powtarzania.

Zacisk wejsciowy impulsu ujemnego jest pola-
czony z baza tranzystora czwartego a zacisk wej-
$ciowy impulsu dodatniego jest polaczony z bazg
tranzystora piatego. Emitery tych tranzystoréw sa
polgczone ze sobg przez rezystor jedenasty a emi-
ter tranzystora czwartego lgczy sie ze zr6dlem za-
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silajacym ujemnym przez rezystor dwunasty. Emi-
ter tranzystora piatego lgczy sie takze ze Zrédiem
zasilajacym ujemmym przez rezystor trzymasty a
kolektor tranzystora czwartego laczy sie z bazg
tranzystora trzeciego i ‘katoda diody pierwszej,
ktérej anoda jest polaczona z kolektorem tranzy-
stora wzmacniajacego i zrédlem pradowym, kt6-
rego drugi koniec laczy sie ze zrédiem zasilaja-
cym pigtym.

Kolektor tranzystora trzeciego jest polaczony z
masa a jego emiter przez rezystor drugi laczy sig
ze zZrédlem zasilajacym pierwszym i przez rezystor
trzeci z emiterem tranzystora pierwszego, gdy emi-
ter tego tranzystora przez rezystor pierwszy jest
dolagczony do Zrédia zasilajgcego pierwszego a baza
tranzystora pierwszego jest dotaczona do dzielnika
rezystorowego czwartego i piatego, ktéry dzieli
napiecie Zrodla zasilajagcego pierwszego. Kolektor
tranzystora pierwszego jest polagczony z emiterem
tranzystora drugiego i z rezystorem széstym, kt6-
rego drugi koniec laczy sie ze zrédlem zasilajg-
cym ujemnym, trzecim za$§ baza tranzystora dru-
giegn jest polaczona ‘do dzielnika rezystorowego
sibdmego i 6smego dzielgcego napiecie zr6édia za-
silajagcego trzeciego ujemnego.

Kolektor tranzystora drugiego laczy sie z wej-
Sciem wtérnika o duzej rezystancji wejSciowej
oraz z rezystorem czternastym i kondensatorem
pierwszym, kt6érego druga okladzina jest polgqczona
z kolektorem tranzystora wzmacniajacego, z kt6-
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rym jest polgczony zacisk wyjsciowy liniowo ma-
lejacego napiecia piloksztaltnego, a drugi koniec
rezystora czternastego jest potaczony ze zrodiem
zasilajgcym czwartym.

Uklad wedlug wynalazku umozliwia wyzwalanie
podstawy czasu jednym lub dwoma impulsami o
przeciwnej polaryzacji, co znacznie upraszcza rea-
lizacje podwéjnej podstawy czasu z wzajemna
wispélpraca ukladu czasu i innymi ukladami oscy-
loskopu. Duza szybkos$é dziatania ukladu umozliwia
realizacje liniowej podstawy czasu w zakresie ma-
nosekundowyih.

Pnedmrot wynalazku jest blizej objasniony w
przyklad‘zne wykonania uktadu przedstawionego
w postaci schematu ideowego na rysunku.

Zacisk wejsciowy impulsu ujemnego WE; jest
polac-iony z baza tranzystora czwartego T4, a za-
cisk ‘wejsciowy impulsu dodatiiiegb WEz jest po-
tgczony z bazg tranzystora pigtego Ts. Emitery
tych tranzystor6w 1sa poigczone ze sobg przez re-
zystor jedenasty Ry, a emiter tranzystora czwar-
tego T, laczy sie ze Zr6dlem zasilajacym ujemnym

Es przez rezystor dwunasty ng i eriiter trdnzy-,

stora piatego Ts laczy sie takze, zé Zrédtem zdsi-
lajacym ujemnym —Es przez rezystor trzymasty
Ri3. Kolekto: tranzystora czwartego Ty, igezy sie z
bazg tranzystora trzeciego Ts i katodg diody pierw-
szej Dy, ktérej anoda jest potgczona z kolektorem
tranzystora wzmacniajacego Te i #t6dlemi prado-
wym I, ktoérego drugi koniec laczy sie ze Zrédiem
zasilajagcym pigtym +E5. Kolektor tranzystora trze-
ciego T3 jest polaczony z masg a jego emiter przez
rezystor drugi Rs ldczy sie ze Zrédlem zasilajgcym
pierwszym +El i pizez rezystor trzeci Ry z emi-
terém tranzystora pierwszego Ty, gdy emiter tego
tranzystora przez rezystor pierwszy R, jest dolg-
czony do zrédla zasilajacego pierwszego +El. Baza
tranzystora pierwszego T; jest dolaczona do dziel-
nika rezystorowego czwartego R4 i piatego Rs, ktbry
dzieli napiecie Zrédta zasilajicego pierwszego +E;.
Kolektor tranzystora pierwszego T; jest polgczony
z emiterem tranzystora drugiego T: i z rezystorem
szostym Rs, ktérego drugi koniec laczy sie ze zré-
dlem zasilajacym mjemnym trzecilm —Es. Baza
tranzystora drugiego T: jest doljczona do dziel-
nika rezystorowego si6dmego R; i 6smego Ry dzie-
lacego mapiecie Zr6dia zasildjacego trzeciego ujem-
nego —E3. Kolektor tranzystora drigiego Ta laczy
sie z wejsciem wtbrnika WT o duzej rezystancji
we]scuowe] oraz rezystorem czternastym Ry i kon-
densatorem pierwszym €y, ktérego dmiga okladzina
jest lpolaczona z kolektorem tranzystora wzmactiia-
jacego T., z ktérym jest polaczony zacisk wyjécio-
wy WY, liiowo malejacego mapiecia pitoksztaitne-
go. Drugi koniec rezystora czternastego Ry4 jest po-
laczony ze #rédiem zasilajacym czwartym -+E4.

W stanie spoczynku oba zaciski wejsciowe im-
pulsu ujemnego i impulsu dodatniego WE; i WE;
znajduja sie na jednakowym potencjale. W tym
stanie przewodza oba tranzystory czwarty i piaty
Ts i Ts. Przez kolektor tranzystora czwartego T,
plynie prad przewodzacej diody pierwszej Dy i
prad rezystora dziewiqtego Ry. Napiecie na kolek-
torze tramzystora czwartego T i polaczonej z nim
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bazy tranzystora trzeciego Ts jest nizsze od napie-
cia na kolektorze tranzystora sz6stego Ts o okolo
0,6 V, to jest o spadek napiecia na diodzie pierw-
szej Dy. Napiecie z emitera tranzystora trzeciego Tjs
steruje przez rezystor trzeci R; od strony emitera
tranzystor pierwszy T, pracujacy w ukladzie ze
wsp6lng bazg.

Pragd kolektora tranzystora pierwszego T; plynie
przez rezystor sz6sty R¢ do zZrédia zasilajgcego
ujemnego —Es. Przez ten sam rezystor szésty Re
plynie prad emitera tranzystora drugiego T» ktorego
prad kolektora rowny jest pradowi plynacemu ze
ir6dla zasilajgcego czwartego E, przez rezystor
czternasty Ry. Napiecie kolektorowe tranzystora
drugiego T: przez wtérnik WT steruje baze tran-
zystora wzmacniajgcego Te. W ten sposéb caly
uklad cbjety jest zamkniets petla ujemnego sprze-

", zenia awretnego ktéra utrzymuje ma stalym pozio-

mie napiecie wyjSciowe na zacisku wyjsciowym
WY. Z chwily pojawienia slg Wemnegs impulsu
wyzwalajacego na zacisku wyjsciowym impulsu
uJemnego WHE;, lub dodadniego na zacisku weijscio-
wWyimn impulsu - dodhtniego WE; lub obu tych im-

- pulsdéw na raz, tranzystor czwarty T, zostaje za-
" blokowany,

napigcie na kolektorze tranzystora
czwartego Ty wazrasta do wartosc1 napiecia réwnej
napieciu zrédia zasﬂaJacego pierwszego +E; co z
kolei zablokowuje diode pierwszg Dj.

Wirost hapi¢cia na bazie tranzystora trzeciego
Ts powoduje wzrest mapiecia na jego emiterze,
ktéry to wzrest napiecia powoduje wzrost pradu
emterowego i kolektorowego tranzystora pierwsze-
go Ty Wzrost prgdu kolektora tramzystora pierw-
szego Ty powcduje wazrost napiecia na emiterze
tranzystora drugiego T ktéry zostaje zablokowa-
ny. Prad rezystora czternastego Ry ktéry dotych-
czas plyngl przez tranzystor drugi Ts, zacznie ta-
dowaé kondensator Cy. Rosngce napiecie na wejsciu
wtornika WT przenosi sie na baze tranzystora
széstego Ty powodujac, ze na jego kolektorze na-
piecie zaeznie liniowo opadaé, tworzac napiecie
liniowej pcdstawy czasu. Czas trwania opadajgcego
napiecia liniowego réwny jest czasowi trwania
impulsu wyzwalajacego. Szybko$é opadania zalezy
od doboru wartosci rezystora czternastegd Ry i
pojemnosci kendensatora €y, ktére w oscyloskopie
zmieniane sa skokowo za pomocg przelacznika po-
krywajac wymagany zakres wspélczynnikéw czasu.

Zastrzezenie patentowe

Uklad liniowej podstawy czasu, zwhaszeza do
oscyloskopéw z podiwojng podstawa czasu, znamien-
ny tym, ze zacisk wejsciowy mrpulsu ujemnego

- (WEy) jest Polaczony z bazg tranzystora czwartego

(T4 a Zacisk wejéciowy impulsu dodatniego (WEs)
jest polaczony z bazj tranzystora piatego (Ts) zas
emitery tych tranzystor6w sa polaczone ze sobg
przez rezystor jedenasty (Ru) a emiter tranzystora
czwartego (T.) ldczy sie z trzecim zrédiem zasila-
jacym ujemihym (—E3) przez rezystor dwunasty
{Ry2) i emiter tranzystora pigtego (Tys) laczy sie
takze z trzecim Zrédiem zasilajagcym ujennym
(—E3) przez vezystor trzynasty (Rss) a kolektor
tranzystora czwartego (T.) laczy sie z baza tran-
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zystora trzeciego (Ts) i katode diody pierwszej (Dy)
‘ktérej anoda jest polaczocna z kolektorem tranzy-
stora wzmacniajacego (Te¢) i zrédilem pradowym
({I) ktérego drugi koniec laczy sie ze Zro6dlem za-
silajgeym piatym (+E5), natomiast kolektor tran-
zystora trzeciego (Ts) jest polaczony z masg a jego
-emiter przez rezystor drugi (Rs) laczy sie ze Zré-
dlem zasilajgcym pierwszym (+El) i przez rezy-
stor trzeci (Rs) z emiterem tranzystora pierwszego
(Ty) gdy emiter tego tranzystora przez rezystor
pierwszy (R;) jest dolgczony do Zrodia zasilajacego
pierwszego (+El) a baza tranzystora pierwszego
(Ty) jest dolaczona do dzielnika rezystorowego
czwartego (R4) i piatego (Rs) ktéry dzieli napiecie
4r6dla zasilajgcego pierwszego (+El) a poza tym
kolektor tranzystora pierwszego (Ty) jest polaczony
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z emiterem tranzystora drugiego (T:) i z rezysto-
rem széstym (R¢) ktérego drugi koniec lgczy sie
ze Zrédlem zasilajacym ujemnym trzecim (—E3)
za$ baza tranzystora drugiego (T:) jest polgczona
do dzielnika rezystorowego si6dmego (R;) i 6sme-
go (Rg) dzielacego napiecie Zrodla zasilajgcego trze-
ciego ujemmego (—E3), natomiast kolektor tranzy-
stora drugiego (T:) laczy sie z wejsciem wtémika
(WT) o duzej rezystancji wejSciowej oraz z rezy-
storem czternastym (Ry) i kondensatorem pierw-
szym (C;) ktérego  druga okladzina jest polaczona
z kolektorem tranzystora wzmacniajgcego (Ts) z
ktérym jest polaczony zacisk wyjsciowy (WY) linio-
wo malejagcego napiecia pitoksztaltnego a drugi
koniec rezystora czternastego (Ry) jest poigczony
ze #Zrédiem zasilajacym czwartym (+E4).

+E1

+E2

B
+£3

Rg

-£3
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